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(57) Abstract: The invention relates to a sensor arrangement comprising at least two sampling chambers (9), at least two FET 
potentiometric sensors (10), in particular IsFET sensors or ChemFET sensors each of which is provided with a sensitive surface 
section (2), wherein said sensitive surface section is flowingly connected to a respective associated sampling chamber and with a 
reference cell containing a reference medium which makes it possible to obtain a reference potential, the sampling chambers being 
connected to said reference medium by means of an electrolyte bridge. In the preferred embodiment, said reference cell comprises 
a reference FET potentiometric sensor (12) for supplying the reference potential which is measured with respect to the reference 
pseudo-potential of a potential-deviating electrode. The potentials 11^^, U diff2 ,... U d iSN 
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of the N FET sensors of the sampling chambers are determined with respect to the pseudo-potential, potential differences applicable 
to measurable quantities being respectivily definable by subtraction between the respective potential and the reference potentials 

Uphi =U diff l , . .N-Udiffref . 

(57) Zusammenfassung: Die erfindungsgemaBe Sensoranordnung, umfasst mindestens zwei Probenkammem (9); mindestens zwei 
potentiometrische FET-Sensoren (10), insbesondere IsFET-Sensoren oder ChemFET-sensoren, mit jeweils einem sensitiven Ober- 
flachenabschnitt (2), wobei der sensitive Oberflachenabschnitt jeweils mit einer der Probenkammem in FlieBverbindung steht; und 
eine Referenzzelle mit einem Referenzmedium zur Bereilstellung eines Referenzpotentials, wobei die Probenkammem mit dem 
Referenzmedium uber eine Elektrolytbriicke verbunden sind. Die Referenzzelle weist vorzugsweise einen potentiometrischen Re- 
ferenz-FET°Sensor (12) zur Bereitstellung eines Referenzpotentials auf, welches gegen das Pseudoreferenzpotential einer Potenti- 
alableitelektrode erfaBt wird. Die Potentiale U^m, U difi2 , ... U diffN von N FET-Sensoren in den Probenkammem werden gegen das 
Pseudoreferenzpotential ermittelt, und die messgroBenrelevanten Potentialdifferenzen, werden jeweils durch Differenzbildung zwi- 
schen dem jeweiligen Potential und dem Referenzpotential UpM..^ U diffl .„ N - Ua^f bestimmt. 



